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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmefder eingereichten Unterfagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Fuse-Schaftungsanordnung 

@ Die Erfindung betrifft elne Fuse-Schaltungsanordnung, VDD 
bei der in der Auswerteschaltung (L) eine Kompensati- 
onskapazttat (cc) vorgesehen wird, welcher einer parasi- 
taren Kapazitat (Cp) zwischen efnem Schafttransistor (nl) 
und der Fuse (F1) entgegenwirkt 
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Bcschrcibung 

[0001] Die voriicgendc Erfindung betrifft cine Fuse- 
Scbaltungsanordmmg aus einer Reihenscbalmng von einein 
ersten Schalttransistor und einern zweiten Schatttransistor 
mit einer Fuse und einer an den Verbindungsknoten zwi- 
schen den beiden Schaitrransistorcn angcschlosscncn Aus- 
werteschaltung. an deren Ausgang der Zustand der Fuse ab- 
speicherbar ist. 

[0002] Fuse-Schaitungsanordnungen, wie insbesondere 
Fuse-Latches(-"Verriegeldungsglieder'') werden bevorzugt 
in ublichen Speichem, wie beispielsweise DRAMs, Fe- 
FAMs. Flashes usw. zur Redundanz, Chip- Identification und 
fur verschiedene weitere Einstellungen und Zwecke einse- 
setzl. 

[0003] Eine derartige Fuse-Latch ist in Fig. 4 gezeigt: 
zwischen der Chip-\fersorgungsspannung VDD und Masse 
gnd liegen ein p-Kanal-MOS-FeldefFektrransistor pi, ein n- 
Kanal-MOS-FeldefTekttransistor nl und eine Fuse Fl in 
Reihe. Der Transistor pi ist durch ein Signal FPUPn ange- 
steuert. wahrend der Transistor nl durch ein Signal FPUN 
angesteuert isL Ein Knoten B zwischen den beiden Transi- 
storen pi und n 1 ist mit einem Latch L verbunden, das einen 
Ausgang OUT hat. 

[0004] Wan rend der Tnitialisierung dieses Fuse-I.atch 
wird zunachsl das Sleuersigna! FPUPn auf niedrigem Ni- 
veau, d. fa. aktiv gehaiten. wodurch der Transistor pi durch- 
gcschaltct und in den ieitenden Zustand gebracht wird Da- 
durch wird der Knoten B auf die Spannung VDD aufgeladen 
imri iiberdas Thatch L auf rfiesem Potential festgehalten. Arn 
Ausgang OI JT Uegt das hierzu invertierre Potential gnd. 
[0005] Sodann wird das Steucrsignal FPUPn dcaktivicrL 
d. h, auf das Potential VDD gezogen, und das Signal FPUN 
wird aktiviert, d. b. auf einen hohen Pegel gebracht. Da- 
durch wird der Transistor nl kurzzeitig durchgeschaltet. Das 
Potential am Knoten B hangr nun da von ah, ob die Fuse Fl 
durchgangig, also leirend, oder geschossen, also nichtlei- 
tend, ist Es sci angemcrkt, daB anstcllc cincrFusc auch cine 
Anti-Fuse eingeselzt werden kann. Eine Anti-Fuse ist nichf- 
leitend und im geschossenen Zustand lei tend. 
[0006] Ist die Fuse Fl Icitcnd, so wird der Knoten B auf 
das Potential gnd gezogen, wahrend bei nichtleitender Fuse 
das vorangegangene Potential VDD beibehalten wird. 
[0001} Das Latch L spcichcrt dicsc Einsicllung invenicn. 
an seinem Ausgang OUT ab: ist die Fuse Fl nichtlcilend. 
also der Knoten B auf dem Potential VDD, so ist der Aus- 
gang OUT auf niedrigem Potential gnd, wahrend bei ieiten- 
der Fuse Fl der Knoten B auf Potential gnd ist und am Aus- 
gang OUT das invertierte Potential VDD anliegt. 
[O0OS] In Fig. 5 ist der Verlauf der Signale FFlJPn und 
FPUN sowic der Potential verlauf am Ausgang OUf bei lei- 
tender und nichtleitender Fuse Fl dargestellL 
[0009] Am Ausgang OUT wird so also cine Bewcrtung 
der Fuse-Information ("leitend" oder "oichtleitend , \ d. h. 
"nichtgeschossen" bzw. "geschossen" bei einer EFuse und 
"geschossen" bzw. "nichtgeschossen" bei einer Anti-Fuse) 
erhallen. 

[0010] Bei der bestehenden Fuse-Schaltungsanordnuns. 
wie dicsc in Fig. 4 gezeigt ist, kann cs aufgrund parasi larcr 
Kapazitaten zu einer Fehlbewertung der Fuse-Information 
kommen, was im folgenden anhand der Fig. 6 und 7 naher 
erlautert werden soil. 

(0011 ] Em parasilarer Kondensator Cp ? der beispielsweise 
durch Flachen bzw. Leitungen im Layout der Schaltungsan- 
ordnung zwangslaufig entstcht, ist parallel zu der Fuse Fl 
geschaltet. Dieser parasitare Kondensator Cp bewirkt dann 
ein Entladen des Knotens B selbst dann, wenn die Fuse Fl 
nichtleiteod ist. Der parasitare Kondensator Cp wird niim- 



lich ubcr den lcitenden Transistor nl bei nichtleitender Fuse 
Fl aufgeladen, wodurch eben der Knoten B entladen wird. 
Ist der Knoten B entladen, so liegt am Ausgang OUT das 
hone Potential VDD. Das beitft, das Latch L kippt urn, was 
5 zu einer Fehlbewertung des Zustandes der Fuse Fl fuhrt. 
Dies ist aus Fig. 7 (siehe Zeiien 4 und 6) zu ersehen: am 
Ausgang OUT wird die gleiche Bewertung crhaltcm wenn 
die Fuse Fl leitet und wenn die Fuse Fl nicht leiteL 
[0012] Eine derartige Fehlbewertung macht die Fuse- 

10 Schaltungsanordnung unbrauchbar und fur die Verwendung, 
beispielsweise in Speicheranordnungen, ungeeignet. 
[0013] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Fuse-Schaltungsanordnung zu schaffen, bei derFehlbe- 
wertungen infolae parasilarer Kapazitaten praktisch ausge- 

is schlossen sind. 

[0014] Diese Aufgabe- wird bei einer Fuse-Schaltungsan- 
ordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemafi 
durch eine an den Verbindungsknoten angeschlossene Kom- 
pensationskapazitat, die einer zwischen der Verbindung 

20 zwischen dem zweiten SchalltransisLor und der Fuse einer- 
seits und Ground andererseits auftretenden. parasitaren Ka- 
pazitat entgegenwirkt, gelost. Diese Kompensationskapazi- 
tat kann in voneilhafter Weise das Layout der Verbindung 
zwischen dem zweiten Schalttransistor und der Fuse nach- 

25 bilden. 

[WIS} Bei der erfmdungsgemaJSen Fuse-Schaltungsan- 
ordnung wird also eine Kompensationskapazitat am Knoten 
zwischen den beiden Schalttransistorcn vorgesencn. Dicsc 
Kompensationskapazitat wird zunachst auf das hohe Poten- 

30 rial VDD aufgeladen. Dadnrch kann der notige Auflarle- 
strom fur die parasitare Kapazitat Cp aus der Kompensari- 
onskapaziliit gezogen werden. ohne daB ein Umkippcn des 
Latch zu befurchten ist. Aus Piatzgriinden sollle die Koin- 
pensationskapazitat nicht zu groB cUmensioniert sein. 
[0016] In voneilhafter Weise so\}\e vieimehr die Kompen- 
sarionskapazitar erwa den gleichen Wert haben wie die para- 
sitare Kapazitat. Dies kann beispielsweise dadmch erreicht 
werden, daB das Layout der Verbindung zwischen dem 
zweiten Schalttransistor und der Fuse audi in der Verbin- 

40 dung zwischen dem Knoten und dem Latch nachgebildet ist 
Mit anderen Worten, das Layout der Fusc-Anordnung wird 
in der Auswerteschaltung so weir als moglich wiederholi, 
um dadurch die Kompensationskapazitat zu generieren, 
wclchc der parasitaren Kapazitat entgegenwirkt. 

45 10017] Nachfolgcnd wird die Erfindung anhand der Zeich- 
nungen naher erlautert. Es zeigen: 

[0018] Fig. 1 ein schematisches Schaltbild der erfindung s- 

gemai3en Fuse-ScbalmngsanordniiDg, 

[0019] Fig. 2 ein erstes Ausfiihrungsbei spiel ttir das Lay- 
50 out der Kompensationskapazitat, 

[0020] Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbcispicl fiir das 

Layout der Kompensationskapazita'L 

[0021] Fig. 4 ein Schaltbild einer bestehenden Fusc- 

Schaltungsanordnung* 
55 [0022] Fig. 5 den Verlauf von Signalen bei der Fuse- 

Schaltungsanordnung von Fig- 4 t 

10023] Fig. 6 ein Fig. 4 entsprechendes Schaltbild nut ei- 
ner zusatzlichen parasitaren Kapazitat und 
10024] Fig. 7 den Verlauf von Signalcn bei der Fusc- 
60 Schaltungsanordmm g von Fig. 6 mit zusatzlicher parasit arer 
Kapazitat. 

[0025] Die Fig. 4 hi s 7 sind berei ts ei ngangs erlauien wor- 
den. In den Figuren werden einander entsprechende Bauteile 
jeweils mit den gleichen Bezuaszeichen versehen. 
65 [0026] Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, liegt bei der crrin- 
duDgsgemaBen Fuse-Schaltungsanordnung zwischen dem 
Knoten B, der die beiden Schaliuransisioren pi und nl mit- 
einander verbindet, und Ground gnd eine Kompensationska- 
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pari tat Cc. die in vortcilh after Wcisc ctwa die gleiche GroSc 
wie die parasitare Kapazitat Cp haL welche zwischen dein 
Vcrbindungspunkt zwischen dem Transistor nl und der Fuse 
Fl eioerseits sowie Ground gnd andererseits auftritt. 1st die 
Fuse Fl nichtleitend, also geschossen, so wird der Auflade- 5 
strorn fur die zwangslaufig vorhandene parasitare Kapazitat 
Cp aus der Kompensationskapazitat Cc ubcr den Knoten B 
und den Transistor nl gezogen. Dadurch icann eine Entladen 
des Knotens B verhindert werden. so da6 dieser auf hohem 
Potential verbleibt. Am Ausgang OUT liegt dann der hierzu 10 
invenierte Zu stand, also niedriges Potential, vor, was der 
Fall sein mu8, wenn die Fuse Fl nicht leiteL 
[0027] Eine Fehlbewerrung des Zustandes der Fuse Fl am 
Ausgang OUT des Latches L kann so zuverlassig verhindert 
werden. is 
[0028] Die Fig. 2 und 3 zeigen noch vorteilhafte Ausge- 
stalrungen fur die Kompensationskapazitat Cc. Diese Kom- 
pensationskapazitat Cc soil, wie berei ts oben erlautert 
wurde, das Layout der Verbindung zwischen dem Transistor 
nl und Ground gnd uber die Fuse Fl uioglichsl nachbilden. 20 
Hierzu wird die Kompensationskapazitat Cc in ahnlicher 
Weise gestaltet wie der Leiterzug fur die Verbindung zwi- 
schen diesem Transistor nl und Ground gnd mit dem die 
Fuse Fl bildenden Metal 1 stuck, das eine Verjiingung hat, auf 
der ein Laser aufsetzen und zum Durchtrennen der Verjiin- 25 
gung schneiden kann. 

[0029] In dem Ausruhrungsbeispiel von Fig. 2 wird dabei 
das koniplcttc Mctaiisttick der Fuse Fl auf die Kompensati- 
onskapazitat. Cc "abgebildet", so daB bei geschossener Fuse 
Fl eine Uberkompensation vorliegen kann. 30 
[0030] Dagegen wird beim Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 
3 durch die Kompensationskapazitat Cc das Layout der 
Schaliung bei einem erwarleten Laserschnill nach SehieBen 
der Fuse Fl nachgebildet. Das heiBt, das Layout der Kom- 
pensationskapazitat wird dadurch verkleinert. daB lediglich 35 
das nach dem T^aserschnift verbleibenrie Metallsiuck zur 
Verdrahrung nenutzt wird. 

Patentanspriiche 

40 

1. Fusc-Schaltungsanordnung aus cincr Rcihcnschal- 
tung von einem ersten Schaltiransistor (pi) und einem 
zweiren Schalttransistor (nl) mit einer Fuse (Fl) und 
cincr an dem Verb indungs knoten (B) zwischen den bci- 
den Schalttransisloren (pi. nl) angcschlosscncn Aus- 45 
werteschaltung (L), an deren Ausgang (OUT) der Zu- 
stand der Fuse (Fl) abspeichcrbar isL gekennzeichnet 
durch eine an den Verbindungsknoten (B) angeschlos- 
sene Kompensationskapazita'r (Cc), die einer zwischen 
der Verbindung zwischen dem zweiten Schalftransistor 50 
(n 1) und der Fuse (Fl) cincrscits und Ground (gnd) an- 
dererseits auftretende-n. parasitaren Kapazitat (Cp) ent- 
gegcnwirkL 

2. Fuse-Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Kompensationskapazi- 55 
tat (Cc) das Layout der Verbindung zwischen dem 
zweiten Schailiransislor (nl) und der Fuse (Fl) nach- 
bildet 

3. Fusc-Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 odcr 

2, dadurch gekennzeichnet, datf die Kompensationska- 60 
pazitaf (Cc) im wesentlichen die gleiche GroBe wie die 
parasitare Kapazitat (Cp) hat. 
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Abstract 



A fuse circuit configuration is described wherein a compensation capacitor counteracts a parasitic capacitor. The parasitic 
capacitor occurs between a connection point of a switching transistor and a fuse and ground. The compensation capacitor is 
connected to an evaluation circuit. In this manner, the negative effects caused by the parasitic capacitor are compensated for 
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